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การทดลองที่ 8 Field Effect Transistor 
 
จุดประสงค ์

1) เพื่อศกึษาคณุสมบตัิของ Junction Field-effect Transistor 
2) เพื่อศกึษาการไบอสั JFET 
3) เพื่อศกึษาการน า FET ไปใชง้านเช่นวงจรขยาย และ Voltage Controlled Resistance 

 
บทน า 
 Bipolar Transistor นัน้จะท างานในลกัษณะของ Current Controlled Device กระแสในวงจรเอาตพ์ตุ จะถกู
ควบคมุโดยกระแสอินพทุส าหรบั FET กระแสของเอาตพ์ตุจะถกูควบคมุโดยศกัดาไฟฟา้ที่อินพทุ การไหลของกระแสใน 
FET นีก้ระแสจะไหลอยูใ่นชิน้ของสารกึ่งตวัน าเพยีงชิน้เดยีว จะไมม่ีการไหลของกระแสผา่นรอยตอ่ PN เลย ชิน้ของสารที่มี
กระแสไหลผา่นนีเ้รยีกวา่ “channel” ซึง่อาจจะเป็นไดท้ัง้ N และ P FET อาจแบง่ไดต้ามโครงสรา้งได ้2 แบบคือ 

1) Junction Field Effect Transistor (JFET) 
2) Metal Oxide Semiconductor FET (MOSFET หรอื IGFET) 

 
โครงสร้างและทฤษฎกีารท างานของ JFET 
 JFET เป็นชิน้ของสารกึ่งตวัน า P หรอื N ซึง่ท าหนา้ที่เป็น channel ในรูปท่ี 1 เป็นโครงสรา้งอยา่งงา่ยๆของ  JFET 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P channel J FET      N channel J FET 
 

รูปที่ 1 
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การท างานของ FET ไมว่า่จะมีโครงสรา้งแบบใดก็ตาม คือการไหลของกระแส Drain ผา่น channel  จะขึน้อยูก่บั

ศกัดาไบอสัระหวา่งเกทกบัซอส  𝑉GSในกรณีของ Junction FET นี ้ปรมิาณของกระแส iD จะถกูควบคมุดว้ยความกวา้ง
ของ Depletion Region ของรอยตอ่ P-N ซึง่ศกัดาไบอสั VGS จะท าใหค้วามกวา้งของ Depletion Region เปลีย่นแปลงไป 
 

 

รูปที่ 2 
พิจารณาในขณะท่ียงัไมม่ีไบอสัใดๆใหก้บัเกทและซอส (VGS =  0) ดงัในรูปท่ี 2 ในขณะท่ีศกัดา VDS มีคา่นอ้ยๆความ
กวา้งของ Depletion Region ก็จะมีความกวา้งไมม่าก ความตา้นทานของ channel จะมคีา่ต ่ากระแสไหลไดอ้ยา่งสะดวก 
ในขณะนีท้ี่ channel จะเป็นเสมอืนคา่ความตา้นทานต ่าๆ 1 ตวั เมื่อเพิ่ม VDS ขึน้ กระแสก็จะไหลไดม้ากขึน้ เหมือนความ
ตา้นทานธรรมดาการท างานของ FET ในขณะท่ี VDS มีคา่ต ่าๆ และความตา้นทานของ Channel จะมคีา่คอ่นขา้งคงที่ชว่ง
นีเ้รยีกการท างานในยา่นโอหม์มคิ (Ohmic Region or Triode Region) 
 ในขณะท่ีเพิม่ VDS ขึน้ไปอีก Reverse Bias ที่ Junction ไดร้บัจะมากขึน้ Depletion Region กวา้งมากขึน้ท าให้
ความตา้นทานของ channel เพิม่ขึน้ ถึงแมว้า่จะเพิ่ม VDS แตก่ระแส iD จะไมเ่พิ่มขึน้อกีตอ่ไป กระแส iD จะเขา้สูส่ภาวะ
อิ่มตวั กระแส iD ในสภาวะอิ่มตวั ในขณะท่ี  VGS =  0 นีเ้รยีก IDss หรอื IDO (Drain saturation current) ซึง่เป็น 
Parameter ที่ส  าคญัตวัหนึง่ของ FET การท างานาของ FET ในขณะนีเ้รยีกวา่ Pinch-off Region และเมื่อเพิม่ VDS ขึน้
มากๆ Junction ก็จะเกิด Avalanche Breakdown เช่นเดียวกบั PN Junction ทั่วไป 
 และถา้เราใหศ้กัดาไบอสั VGS แก่ FET ในลกัษณะ  Reverse Bias กลา่วคือ เกทศกัยเ์ป็นลบมากกวา่ซอสใน N 
channel หรอืเกทเป็นบวกมากกวา่ใน P channel ก็ยิ่งท าใหก้ระแส iD ลดลงเพราะ channel+ ลดลงจนเป็นศนูยเ์รยีกวา่ 
Pinch off  Voltage :  VP หรอื 
 ในรูปท่ี 3 เป็นคณุสมบตัขิอง N-channel JFET 
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รูปที่ 3 คณุสมบตัิของ N Channel J FET 
 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งกระแส ID กบัศกัดาไบอสั VGS จะเป็นดงัสมการ 

𝐼D =  𝐼𝐷𝑆𝑆 (1 −
𝑉𝐺𝑆

𝑉𝑃
)

2

      (1) 

หรอื 

𝑉GS =  𝑉𝑃 (1 − √
𝐼𝐷

𝐼𝐷𝑆𝑆
)     (2) 

หรอื  IDO  = Drain Source Saturated Current ในขณะ VGS = 0 
         VP      = Pinch-Off Voltage หรอื VGS(off) 
 
การไบอัส JFET 
 เราสามารถบงัคบั ID ใหไ้หลตามทีต่อ้งการไดโ้ดยการใหศ้กัดาไบอสั 𝑉GS จากสมการ (2) ในทางปฏิบตัิเรา
สามารถใช ้𝑅S แทน Battery 𝑉G𝑆 ไดด้งัรูปท่ี 4 
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(a)                                                (b) N-channel                                 (c) P-channel 

 
รูปที่ 4 การไบอสั JFET 

 ในรูปท่ี 4a จะตอ้งใช ้Power  Supply  2 ชดุ แตเ่ราทราบวา่ PN-Junction ที่เกทนัน้เป็น Reverse ดงันัน้จะมี
กระแสเกทไหลนอ้ยมากหรอืกลา่วไดว้า่ IG =  0 ถา้เราให ้VG =  0V จะได ้
 
VGS =  𝑉𝐺 −  𝑉𝑆 =  −𝑉𝑆 = −𝐼𝐷𝑅𝑆   (b) 

และในกรณีของ  P-channel จะได ้
VGS =  𝑉𝐺 −  𝑉𝑆 =  +𝑉𝑆 = +𝐼𝐷𝑅𝑆   (c) 
 
ตัวอยา่ง จาก characteristics  ของ 2N3820 IDss = 4mA (Typ. ) และ 𝑉P = 3V (Typ. ) ค านวณหาคา่ RS เพื่อ
ไบอสั 2N3820 ใหม้ี ID ไหล 1 mA  จากสมการ (2) 

   VGS = VP (1 − √
ID

IDSS
) 

          = 3 (1 − √
1

4
) = 1.5V  

 

จะได ้    𝑅S =
1.5

1𝑚𝐴
 = 1.5k  
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รูปที่ 5 
หมายเหตุ การค านวณคา่ของ 𝑅S เพื่อไบอสั JFET นี ้บางครัง้จะมี error สงูมากทัง้นีเ้นื่องจาก 

1) สมการ (1) คา่ของ IDที่ค  านวณไดน้ัน้เป็นการประมาณคา่จากสมการท่ี Shockley ท าไวใ้นปี 1952 คอื 

ID = IDSS (1 −
VGS

VP
)

n

    โดยประมาณ n = 2  

2) Parameter ของตวั JFET มคีวามแปรผนัมาก จากตวัอยา่ง IDSS ของ 2N3820 มีไดต้ัง้แต ่0.3-20 mA 
ซึง่คา่ต ่าสดุกบัคา่สงูสดุตา่งกนัถงึ 66 เทา่ ดงันัน้ในวงจรที่ตอ้งการความแมน่ย าสงูจึงตอ้งมวีิธีการไบอสัแบบ
อื่นเพื่อใหไ้ด ้   ID ที่เที่ยงตรงขึน้ 

 
FET Amplifier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่6 
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เขียน KVL จาก VDD ไปยงักราวนด ์
  
VDD = ID(RS + RD) + VDS     (3) 
 
สมการท่ี (3) นีค้ือ Load-Line equation ของ FET เมื่อน าไป plot ลงบน characteristic curve ของ FET สามารถที่จะ
น าไปใชใ้นการวิเคราะหก์ารท างานของ FET Amplifier ได ้
 เมื่อเราปอ้นศกัดาอินพทุเขา้ระหวา่งเกทกบัซอส ก็จะท าใหศ้กัดา 𝑣GS เปลีย่นแปลงไปตามอินพทุ 𝑖D ก็จะมีการ
เปลีย่นแปลงตาม 𝑣GS จะไดเ้อาตพ์ตุโวลเตจเป็น 
 𝑣o = ∆iDRD  ซึง่ ∆𝑖𝐷 จะมีรูปรา่งเหมือนกบั 𝑣gs หรอื 𝑣in  ก็จะได ้ FET Amplifier ให ้𝑔fs เป็น Forward 
Transconductance 
 

𝑔𝑓𝑠 =
∆Iout

∆Vin
  หรอื  𝑔𝑓𝑠 =

∆ID

∆V𝑔𝑠
     (4) 

 
หรอื  𝑖d = 𝑔𝑓𝑠𝑉𝑔𝑠      (5) 
และ  𝑣out = 𝑖𝑑𝑅𝐷 = 𝑔𝑓𝑠𝑉𝑔𝑠𝑅𝐷 

 
Equivalent circuit ของ FET เป็นดงัรูปท่ี 6 
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รูปที่ 7 
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Parameter ตา่งๆหาไดด้งัตอ่ไปนี ้
 rds : เป็น output impedance ของ current source 𝑖𝑑  

  𝑟𝑑𝑠 =
∆𝑉𝐷𝑆

∆𝐼𝐷𝑆
  

 โดยทั่วไปมีคา่คอ่นขา้งสงูสามารถตดัทิง้ได ้
 gfs : Forward Transconductance 
จาก (1) diff เทียบ 𝑉GS ได ้

𝑔fs =
𝐼𝐷

𝑉𝐺𝑆
=

𝐼𝐷𝑆𝑆

𝑉𝐺𝑆
(1 −

𝑉𝐺𝑆

𝑉𝑃
)

2

      (6) 

 จากสมการ (6 ) จะเห็นวา่คา่ของ 𝑔fs นัน้เปลีย่นแปลงตาม 𝑉GS หรอืเปลีย่นแปลงตาม 𝐼𝐷  
ตวัอยา่ง จากขอ้มลูของ 2N3820 𝐼𝐷𝑆𝑆 = 4𝑚𝐴 (𝑇𝑦𝑝. )  𝑉𝑃 = 3𝑉 คา่ของ 𝑔fs ที่ 𝐼𝐷  ตา่งหาไดจ้าก 
 

 𝐼𝐷  100uA 200uA 500uA 1mA 2m 

จาก (2) 𝑉𝐺𝑆 2.52 2.32 1.94 1.5 0.88 

จาก (6) 𝑔fs 426µ 600 µ 942 µ 1.3m 1.88m 
 
 จากทีก่ลา่วในตอนตน้วา่ Parameter ของ JFET มี variation สงูมากดงันัน้การท่ีจะออกแบบวงจรใหม้ี Voltage 
gain ตามตอ้งการจงึมกัมี error เกิดขึน้มาก ในทางปฏิบตัิมกัใช ้JFET เป็นสว่นหนึง่ของวงจรใหญ่และใช ้Negative 
feedback ควบคมุระบบอกีครัง้ ดงันัน้ในการออกแบบ Single Stage FET Voltage Amp. จงึมกัจะท าใหม้ี  Voltage gain 
สงูสดุเทา่ทีจ่ะท าไดรู้ปแบบตา่งๆของการตอ่วงจร FET AMP สามารถท าได ้3 แบบ เช่นเดียวกบั Bipolar Transistor ดงั
ตารางตอ่ไปนี ้
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−𝑔𝑓𝑠𝑍𝐷

1 + 𝑔𝑓𝑠𝑍𝑆
  

𝑍𝐷 = 𝑅𝐷//𝑅𝐿𝐴𝐶  

For Fully Bypassed 

𝑍𝑆 ≈  0 

𝐴𝑣 ≈  −𝑔𝑓𝑠𝑍𝐷 

 

 

+𝑔𝑓𝑠𝑍𝑆

1 + 𝑔𝑓𝑠𝑍𝑆
 

𝑍𝑆 = 𝑅𝑆//𝑅𝐿𝐴𝐶  

For Large  𝑅𝐿𝐴𝐶  

𝐴𝑉 ≈ +1.0 

 

+𝑔𝑓𝑠𝑍𝐷 

 

𝑍𝐷 = 𝑅𝐷//𝑅𝐿𝐴𝐶 

 

𝑍𝑖𝑛 𝑅𝐺  𝑅𝐺  𝑅𝑆//
1

𝑔𝑓𝑠
 

𝑍𝑜𝑢𝑡  𝑅𝐷  
𝑅𝑆

1 + 𝑔𝑓𝑠𝑅𝑆
 𝑅𝐷  

 
ขอ้ดีของ FET Amplifier 

1) เนื่องจาก PN Junction ที่ดา้น Input อยูใ่นสภาวะ Reverse Bias ท าใหก้ระแส Input มีคา่ใกลเ้คียงศนูย ์
𝑍𝑖𝑛 ของวงจรสามารถท าใหม้คีา่สงูๆได ้(เป็น MΩ) ยกเวน้วงจร Common Gate (เนื่องจาก  Input เป็น  
∆iD) 

2) ใชเ้ป็น Low-noise Amplifier ไดด้ีเนื่องจากกระแส Input มีคา่นอ้ยมากท าใหไ้มม่ี Shot noise เกิดขึน้ใน
วงจร input 

3) การไหลของ ID เกิดขึน้เนื่องจากสนามไฟฟา้ VDS จึงเคลือ่นท่ีไดเ้รว็กวา่การไหลของ Ic ซึง่เกิดจากการ 
Diffuse ขา้ม Junction FET จึงสามารถไปใชง้านกบัความถ่ีสงูได ้

ขอ้เสยี  FET Amplifier มี Voltage gain ต ่า 

การใช้ JFET เป็น variable Voltage controlled Resistance (VCR) 

ในขณะท่ีศกัดาระหวา่งเดรนซอส (VDS) มีคา่ต ่าๆการไหลของกระแส ID กบั VDS จึงมีความสมัพนัธก์นัอยา่งเป็นเชิงเสน้ 
เหมือนความตา้นทานธรรมดา และเรายงัสามารถที่จะเปลีย่นแปลงคา่ความตา้นทานของแชนแนลได ้โดยไบอสัที่เกทกบั
ซอส ดงัรูปท่ี 8 
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รูปที่ 8 

ส าหรบั MOSFET แบง่ไดเ้ป็น 2 ชนิด ตามลกัษณะของโครงสรา้งคือ Depletion MOSFET และ  
Enhancement MOSFET สว่นใหญ่ MOSFET จะถกูน าไปใชง้านในวงจรดจิิตอลมากกวา่ทีจ่ะใชเ้ป็น Linear Amplifier ใน
ที่นีจ้ะกลา่วเฉพาะ JFET เทา่นัน้ 
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การทดลอง 
1 Junction FET 
วดัคา่ Drain Saturation Current : IDSS และ Pinch off Voltage : VP ของ N channel JFET เบอร ์K30A 

ตอ่วงจรดงัในรูปท่ี 9.1 
 

S

D
G

+

-

+15V

VDD
-15V

10k

    
50k

RD

1k
VRD

 
 

รูปที่ 9.1 วงจรที่ใชท้ดลองวดัคา่ IDSS และ V𝐷 
 
การวดักระแสไบอสั ID และศกัดา VGSPs ในการทดลองใหว้ดัโดย 

- การวดักระแส ID โดยการวดัศกัดาตกครอ่ม RDแลว้จึงไปค านวณหาคา่ ID 
- การวดัศกัดา  VGSใหใ้ชอ้ออสซิลโลสโคปหรอืดิจิตอลมิเตอรว์ดัเทา่นัน้ 

1.1 ปรบั  VR ใหศ้กัดา VGS มีคา่เป็นศนูย ์วดักระแส ID ที่วดัไดน้ีค้ือคา่ ID𝑆𝑆 ของ FET 
 ID𝑆𝑆 =_________ 

1.2     คอ่ยๆปรบั VR เพิ่มคา่ VGS ขณะที่เพิ่ม VGS นีจ้ะเห็นวา่ ID จะไหลลดลงคา่ของ VP  คือ VGS ที่ท าให ้ ID ลดลง 
-  เพื่อใหไ้ดค้า่ VP ที่ใกลเ้คียงที่สดุ คอ่ยๆปรบั VR จนนี ้ID มีคา่ 0 A (หรอืนอ้ยกวา่ 0.5µA) โดยค านวณจาก    

ID= VRD/RD ถา้ไมส่ามารถปรบัไดใ้หเ้ปลีย่น RD เป็น 100k แลว้คอ่ยๆปรบั VR ในขณะจะถือวา่ในขณะนี ้FET 
เขา้สูส่ภาวะ OFF แลว้ใหห้ยดุปรบั VR 

- วดัคา่ศกัดา VGS ศกัดา VGS ที่วดัไดน้ีค้ือคา่ Pinch off voltage : VP =_________ 
หมายเหต ุ 

1) ในการวดัคา่ศกัดานอ้ยๆ ถา้ใชอ้อสซิลโลสโคปวดั อาจจะมีสญัญาณรบกวน 50Hz มารบกวนท าใหอ้า่น
คา่ไดย้าก ใหใ้ช ้C 0.1 µF Low Leakage ตอ่ครอ่มจดุทีจ่ะวดันัน้ 

2) กราวนดข์องสโคปทัง้ 2 แชนแนลตอ่ถึงกนัอยู ่เมื่อใดก็ตามที่วดัศกัดาไฟฟา้ จะใชก้ราวนดข์องแชนแนลใด
แชนแนลหนึง่เทา่นัน้ 
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2 Depletion Mode JFET Biasing 
ใชใ้นวงจรในรูปท่ี 9.2 

S

+15V
ID

RD

500~1k

VGS

Rs

+
Vs

-0V

RG

 
 

รูปที่ 9.2 
 

RD =  1k เปลีย่นคา่ RG และ RS ตามตารางที่ 2 วดักระแส ID (VRD) และศกัดา VGS  
 
ตารางที่ 2 Depletion Mode Biasing (JFET) 
 

RS (Ω) 0 330 2k 10k 50k 

RG (Ω) 10k   100k 10k    100k 10k     100k 10k     100k 10k     100k 

VRD (วดั)           

ID =
VRD

RD
 (mA)           

𝑉𝐺𝑆 (วดั)           

VS = IDRS           

VGS (ค านวณจาก 2)           
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3 Common Source Amplifier  
ใชว้งจรรูปท่ี 10 
 

D
G

S

+15V

RD

10k 0.1µF

Cs

47µF

Rs

2k

RG

10k

Cin

0.1µFvin

+

vout

 
 

รูปที่ 10 
3.1 ตอ่วงจรดงัรูปท่ี 10 ยงัไมต่อ้งปอ้นอินพทุ 𝑣in วดัคา่กระแส ID=_________ ศกัดาไบอสั VGS = _________ Zin =

_________𝑍𝑜𝑢𝑡 = _________ของวงจร 
3.2 ค านวณคา่ gfs = _________ โดยใชค้า่ ID ที่วดัไดจ้ากขอ้ 3.1 และคา่ IDSS, VP จากขอ้ 1 
3.3 ตอ่ RL 50k ปอ้นอินพทุ vin ใหก้บัวงจรความถ่ีประมาณ 1kHz Sinusoidal โดยปรบัใหม้ีขนาดสงูทีส่ดุและเอาทพ์ตุยงั
เป็นรูป sine, vin = ________แลว้ทดลองวดัคา่ 𝐴𝑉 =

𝑣𝑜𝑢𝑡

𝑣𝑖𝑛
= _________ 

3.4 ค านวณคา่ AV = _________, Zin = _________, Zout = _________ ของวงจรในรูปท่ี 10 (Fully Bypassed) โดย
ใชค้า่ gfs จากขอ้ 3.2 เปรยีบเทยีบกบัผลการทดลอง 
3.5 ค านวณคา่ 𝐴𝑉 =  _________, Zin =  _________, 𝑍𝑜𝑢𝑡 = _________ ของวงจรโดยใชค้า่ gfs ใน specification 
จาก datasheet ของ FET เปรยีบเทียบกบัผลการทดลอง 
3.6 เปลีย่น RG เป็น 10k และ 20k และ 50k วดัคา่ Zin  และค านวณเปรยีบเทียบ 
 
ตารางที่ 3 

RG 10k 20k 50k 

Zin (วดั)    

Zin (ค านวณ)    

Av (วดั)    

Av (ค านวณ)    

 
3.7 เปลีย่น RG เป็น 10k ปลด CS ออกจากวงจร ในขณะนีว้งจรท างานในลกัษณะของ Unbypassed Common Source 
Amplifier แลว้ท าการทดลองค านวณเปรยีบเทียบเหมือนกบักรณีของ Fully Bypassed จากขอ้ 3.3 ถึง 3.5 
 AV = _________, Zin = _________, Zout = _________ (วดั) 
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 AV = _________, Zin = _________, Zout = _________ (ค านวณ) 
 
4. COMMON Drain Amplifier  
ใชว้งจรที่ 11 ตอ่ RL 10k 

D

S

G

+

+15V

RD

10k

1µF

Rs

2k

RG

100k

0.1µF
vin

vout

 
รูปที่ 11 

ท าการทดลองและค านวณเปรยีบเทียบเช่นเดยีวกบัขอ้ 3.3-3.5 
ID = _________ VGS = _________  Zin = _________ Zout = _________ AV = _________ (วดั) 
ID = _________ VGS = _________  Zin = _________ Zout = _________ AV = _________   (ค านวณ) 
 
5. COMMON GATE AMPLIFIER 
 ใชว้งจรรูปท่ี 12 ตอ่ RL 50k 
 ท าการทดลองและค านวณเปรยีบเทียบเช่นเดยีวกบัขอ้ 3.3-3.5 
ID = _________ VGS = _________  Zin = _________ Zout = _________ AV = _________  (วดั) 
ID = _________ VGS = _________  Zin = _________ Zout = _________ AV = _________  (ค านวณ) 

DS

G

- +

+15V

RD

10k
0.1µF

Rs

2k

vin
47µF vout

 
 

รูปที่ 12 
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6. การใช้ JFET เป็น Voltage Controlled Resistance  
ตอ่วงจรตามรูปท่ี 13 (ก) 

+

-

D

S

G

VDD

+15V

R3

68kR1

4k72.2µF

VGG

-15V

VR
50k

1µF

R2

4k7

vin

vo

  
 
(ก)                                                                       (ข)                                                                          
                             รูปที่ 13 

 
วงจรในรูปท่ี 13 (ข) เป็นวงจรเสมือนกระแสสลบัของวงจรในรูป 13(ก) ในขณะท่ีเปลีย่นคา่ศกัดาไบอสั  VGS ก็จะ

ท าใหค้วามตา้นทานของแชนแนล rds เปลีย่นแปลงไป สญัญาณที่เอาตพ์ตุจะเปลีย่นแปลงไปตามการไบอสัที่เกท 
 6.1 ยงัไมต่อ้งปอ้นสญัญาณอินพทุ vin ปรบัคา่ศกัดาที่เกท ดงัตารางที่ 4 วดัคา่ศกัดา DC ทีเ่อาตพ์ตุ จากผลการ
ทดลองที่ไดค้  านวณหาคา่ของ rds ที่ศกัดา 𝑉GS คา่ตา่งๆ วิธีการค านวณคา่ rds (DC) ท าดงันี ้
 

+
ThevininVDD

R3

R2 rdsVo

RT=R2//R3

rds

VDO=VDDR2/(R2+R3)

 
 

รูปที่ 14 
 

จากรูป VO =
𝑉𝐷𝑂𝑟𝑑𝑠

𝑅𝑇+𝑟𝑑𝑠
      (7a) 

 

หรอื rds =
RT

VDO
VO

−1
      (7b) 

 

R1

R2//R3

rds

vovin
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ตารางที่ 4 VDD = 15.0V  

𝑉𝐺𝑆 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -3 -5 V 

𝑉𝑂 (DC)        V 

𝑟𝑑𝑠  (DC)        Ω 

 
6.2 * ปอ้นสญัญาณอินพทุ vin ขนาดประมาณ 1𝑉𝑃𝑃 ความถ่ีประมาณ 1 kHz ปรบัคา่ศกัดาไบอสัที่เกทดงัตารางที่ 5 วดั
คา่ของสญัญาณเอาตพ์ตุและค านวณหาคา่ของ rds 

 
ตารางที่ 5  𝑣𝑖𝑛 =…………………𝑉𝑝𝑝    VDD = 15.0V 

𝑉𝐺𝑆 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -3 -5 V 

𝑣𝑂  (AC)        VPP 

𝑟𝑑𝑠 (AC)        Ω 

หมายเหต*ุ ในขณะที่เปลีย่นคา่  VGS ตอ้งตรวจสอบและปรบัคา่ vin  ใหค้งที่เสมอ 

 ** การค านวณคา่ rds  ท าไดใ้นท านองเดยีวกบัขอ้ 6.1 (รูปท่ี 13 ข) 
 
ค าถาม 

1. เปรยีบเทียบการท างานของ FET กบั Bipolar Transistor 
2. อธิบายโครงสรา้งและการท างานของ MOSFET ทัง้แบบ Depletion และ Enhancement และเปรยีบเทียบความ

แตกตา่งของ MOSFET ทัง้สองแบบ 
3. เราสามารถน า JFET ไปใชง้านแบบ Enhancement ไดห้รอืไมเ่พราะเหตใุด 
4. ยกตวัอยา่งวงจรที่น า JFET ไปใชง้านจรงิมา 1 วงจร ใหบ้อกดว้ยวา่วงจรดงักลา่วอยูใ่นอปุกรณอ์ะไร JFET นัน้

ท างานอยา่งไร และสามารถทีจ่ะใชอ้ปุกรณอ์ื่นท าหนา้ที่แทน JFET นัน้ไดห้รอืไมเ่พราะเหตใุด 
 
วิเคราะหแ์ละสรุปผลการทดลอง 

 
 

 


